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１．概要（Summary） 
強い光閉じ込めを実現可能な III-V-on-Insulator基板を

用いて、超小型細線導波路光デバイスと III-V MOSト

ランジスタをモノリシック集積可能な III-V CMOSフ

ォトニクスプラットフォームを新たに提案し、研究を

進めている。ナノテクプラットフォームで提供されて

いるMOCVD装置を用いて作製を依頼した InPエピウ

ェハを Si基板上に貼り合わせることで、III-V-OI基板

を実現し、このウェハ上に高性能・超小型光変調器を

実現するための研究を進めている。 

２．実験（Experimental） 
ナノテクプラットフォームで提供されている

MOCVD 装 置 を 用 い た 作 製 を 依 頼 し た

InP/InGaAsP/InP 構造を持つ InP エピウェハを用いて、

InGaAsP/SiO2/Si 基板を作製して、 Fig. 1 に示す

InGaAsP細線導波路を用いた変調器の作製を進めてい

る。 

 

Fig. 1 InGaAsP wire-waveguide optical modulator  

３．結果と考察（Results and Discussion） 
ナノテクプラットフォームで提供されている

MOCVD装置を用いた InPエピウェハを熱酸化 Si基板

に貼り合せて作製した III-V-OI 基板上に、EB 描画装

置を用いて Fig. 1に示した細線導波路光変調器を作製

する研究を進めている。III-V-OI 基板上では EB 描画

時におけるチャージアップの影響が SOI 基板とは異

なることから、微細な導波路構造を得るための描画条

件の最適化を進めている。Fig. 2 に、細線導波路の幅

が 500 nm における、細線パターンのドーズ依存性を

示す。この結果を受けて、Fig. 3 に示すように良好な

光変調器導波路パターンを得ることに成功した。 

 

Fig. 2 Wire waveguide patterns with different dose 

 
Fig. 3 Waveguide pattern for optical modulator on 

InGaAsP-OIsubstrate  
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